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【手続補正書】
【提出日】平成27年2月13日(2015.2.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ゲート電極と、
　上記ゲート電極を覆うようにして設けられたゲート絶縁膜と、
　上記ゲート絶縁膜上に設けられた酸化物半導体膜と、
　上記酸化物半導体膜上に設けられた透明導電性酸化物からなるソース電極およびドレイ
ン電極と、
　上記ソース電極上および上記ドレイン電極上に設けられた金属酸化物からなる保護膜と
、
　上記保護膜上に設けられた遮光膜とを有し、
　上記酸化物半導体膜と上記遮光膜との間の距離が２ｎｍ以上４００ｎｍ以下である薄膜
トランジスタ。
【請求項２】
　上記酸化物半導体膜上に設けられたチャネル保護膜をさらに有する請求項１に記載の薄
膜トランジスタ。
【請求項３】
　上記金属酸化物は、酸化アルミニウムまたは酸化チタンである請求項２に記載の薄膜ト
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ランジスタ。
【請求項４】
　上記ソース電極および／または上記ドレイン電極は、上記酸化物半導体膜の外側の上記
ゲート絶縁膜に延在しており、この延在している部分の上記ソース電極および／または上
記ドレイン電極と電気的に接続された低抵抗配線を有する請求項３に記載の薄膜トランジ
スタ。
【請求項５】
　上記延在している部分の上記ソース電極および／または上記ドレイン電極を画素電極と
する請求項４に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項６】
　上記低抵抗配線は、上記ゲート絶縁膜の面上に設けられた上記ソース電極上および／ま
たは上記ドレイン電極上に設けられている請求項５に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項７】
　上記遮光膜は、上記チャネル領域上の上記保護膜上に、上記低抵抗配線と離間して設け
られている請求項６に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項８】
　上記遮光膜は、上記低抵抗配線とは電気的に隔離されている請求項７に記載の薄膜トラ
ンジスタ。
【請求項９】
　上記ソース電極および／または上記ドレイン電極の厚さが１ｎｍ以上２００ｎｍ以下で
ある請求項８に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１０】
　上記保護膜の厚さが１ｎｍ以上２００ｎｍ以下である請求項９に記載の薄膜トランジス
タ。
【請求項１１】
　上記低抵抗配線および遮光膜のうちの少なくとも一方の厚さが３００ｎｍ以上２μｍ以
下である請求項１０に記載の薄膜トランジスタ。
【請求項１２】
　基板にゲート電極を形成する工程と、
　上記ゲート電極を覆うようにしてゲート絶縁膜を形成する工程と、
　上記ゲート絶縁膜上に酸化物半導体膜を形成する工程と、
　上記酸化物半導体膜上にチャネル保護膜を形成する工程と、
　上記酸化物半導体膜の上に透明導電性酸化物からなるソース電極およびドレイン電極と
をそれぞれ形成する工程と、
　上記ソース電極および上記ドレイン電極の上に、金属酸化物からなる保護膜を形成し、
　上記保護膜上に遮光膜を形成する工程とを有し、
　上記酸化物半導体膜と上記遮光膜との間の距離が２ｎｍ以上４００ｎｍ以下となるよう
に形成する薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１３】
　上記酸化物半導体膜上にチャネル保護膜をさらに形成する工程を有する請求項１２に記
載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１４】
　上記保護膜の少なくとも一部を除去して、延在している部分の上記ソース電極および／
またはドレイン電極を露出させて電極露出部を形成する工程と、
　上記保護膜上および上記電極露出部上に導電性材料を製膜し、成形して上記電極露出部
上に低抵抗配線と、上記チャネル領域上に低抵抗配線と離間して遮光膜とを形成する工程
とを有する請求項１３に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１５】
　上記保護膜を形成する場合に、酸素ラジカルを添加して形成する請求項１４に記載の薄
膜トランジスタの製造方法。
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【請求項１６】
　上記金属酸化物は、酸化アルミニウムまたは酸化チタンである請求項１５に記載の薄膜
トランジスタの製造方法。
【請求項１７】
　上記遮光膜を、上記低抵抗配線と電気的に隔離するようにして形成する請求項１６に記
載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１８】
　上記ソース電極および／または上記ドレイン電極を１ｎｍ以上２００ｎｍ以下の厚さで
形成する請求項１７に記載の薄膜トランジスタの製造方法。
【請求項１９】
　上記保護膜を１ｎｍ以上２００ｎｍ以下の厚さで形成する請求項１８に記載の薄膜トラ
ンジスタの製造方法。
【請求項２０】
　基板に薄膜トランジスタと画素とを備え、
　上記薄膜トランジスタは、
　ゲート電極と、
　上記ゲート電極を覆うようにして設けられたゲート絶縁膜と、
　上記ゲート絶縁膜上に設けられた酸化物半導体膜と、
　上記酸化物半導体膜上に設けられた透明導電性酸化物からなるソース電極およびドレイ
ン電極と、
　上記ソース電極上および上記ドレイン電極上に設けられた金属酸化物からなる保護膜と
、保護膜上に遮光膜とを有し、
　上記酸化物半導体膜と上記遮光膜との間の距離が２ｎｍ以上４００ｎｍ以下である表示
装置。
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